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Beschreibung 

Universelles Halbleitergehause mit vorvernetzten Kunststof- 
5 feinbettmassen und Verfahren zur Herstellung desselben. 



Die Erfindung betrifft eine Technologic zur Herstellung von 
universellen Halbleitergeh&usen unter Verwendung vorvernetz- 
ter Kunststof f einbettmassen. Insbesondere betrifft die Erfin- 
10 dung ein Verfahren zur Herstellung eines Nutzens mit mehreren 
Bauteilpositionen far elektronische Bauteile, der derartige 
Kunststof f einbettmassen aufweisen, sowie elektronische Bau- 
teile mit entsprechenden Kunststof f einbettmassen . 

15 Aus der Druckschrift US 5,990,546 ist ein elektronisches Bau- 
teil mit einem Halbleiterchip bekannt, bei dem der Halblei- 
terchip in einer Kunststof f einbettmasse eingeschlossen ist 
und Kontaktbereiche des Halbleiterchips uber eine separat be- 
reitgestellte Umverdrahtungsplatte mit Auftenkontakten des 

20 elektronischen Bauteils elektrisch verbunden sind. Das Be- 
reitstellen einer separaten, komplex aufgebauten Umverdrah- 
tungsplatte fttr einen 2usaramenbau eines elektronischen Bau- 
teils ist kqstenintensiv* Aufterdem tritt beim Herstellen der- 
artiger elektronischer Bauteile das Problem auf, dass ein 

25 Verbinden der Kontaktbereiche der Halbleiterchips mit ent- 
sprechenden Kontaktanschlussf lachen der separat bereitge- 
stellten Umverdrahtungsplatte autierst schwierig ist und dass 
hone Ausschussraten bei einem derartigen Verfahren auftreten. 
DarUber hinaus ist die Zuverl&ssigkeit derartige elektroni- 

30 scher Bauteile begrenzt. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren anzugeben, mit 
dem zuverlassige Verbindungen zwischen einem Halbleiterchip 
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und Aufcenkontakten eines elektronischen Bauteils erreicht 
werden, und die Ausbeute bei der Herstellung elektronischer 
Bauteile verbessert 1st, sowie die Kosten der Herstellung 
elektronischer Bauteile vermindert sind, 

5 

Gem£J5 der Erfindung wird ein Verfahren zur Herstellung eines 
Nutzens mit mehreren Bauteilpositionen fur elektronische Bau- 
teile angegeben. Dabei bildet der Nutzen eine selbsttragende 
formstabile Kunststof fplatte aus Kunststof feinbettmateriali- 

10 en. In jeder der Bauteilpositionen ist ein Halbleiterchip in 
die Kunststof fplatte eingebettet. Auf dieser selbsttragende 
formstabile Kunststof fplatte ktfnnen dann unmittelbar Umver- 
drahtungsstrukturen lagenweise aufgebracht werden, so dass 
mit diesem Verfahren das Herstellen einer separaten komplexen 

15 Umverdrahtungsplatte entfallt und die Probleme eines Verbin- 
dens von Kontaktf lachen einer Umverdrahtungsplatte mit den 
Kontaktbereichen eines Halbleiterchips Uberwunden werden, da 
bei dent erf indungsgemafien Verfahren keine Umverdrahtungsplat- 
te mit Halbleiterchips bestttckt werden muss, 

20 

Das Verfahren zur Herstellung eines derartigen Nutzens auf 
dem .abschlieBend fur mehrere elektronische Bauteile gleich- 
zeitig Umverdrahtungs lagan unmittelbar abgeschieden werden 
kbnnen, weist im wesentlichen 4 Verf ahrensschritte auf. 

25 Zun£chst wird eine Tr&gerplatte und/oder eine erste Kunst- 

stoffschicht aus einer Kunststof f einbettmasse bereitgestellt , 
wobei die erste Kunststof fschicht in einem unteren Bereich 
starker vorvernetzt ist als in einem oberen Bereich* Der Ver- 
netzungsgrad in dem unteren Bereich kann derart hoch sein, 

30 dass der untere Bereich ber'eits eine selbsttragende formsta- 
bile Kunststof fschicht ausbildet r so daft der untere Bereich 
der ersten Kunststof fschicht bereits die TrSgerplatte er- 
setzt . 
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Auf eine derartige Tragerplatte und/oder eine derartige erste 
Kunststof fschicht wird dann in der jeweiligen Bauteilposition 
ein Halbleiterchip unter Bilden eines die Randseiten des 
5 Halbleiterchips umgebenden Wulstes aus Kunststoff einbettmasse 
aufgebracht. Anschlieftend wird eine zweite Kunststof fschicht 
aufgebracht, die mindestens di<a Randseiten des Halbleiter- 
chips vollst&ndig eingebettet, Danach wird durch Ausharten 
der Kunststof fschichten eine selbsttragende formstabile 
10 Kunststof fplatte mit eingebetteten Halbleiterchips gebildet. 
Das Ausharten der Kunststof fschichten kann durch thermische 
Behandlung und/oder durch Bestrahlen mit hochenergetischen 
Lichtstrahlen, wi'e mit ultraviolettem Licht beschleunigt war- 
den. 

IS 

Die Kunststof f einbettmasse der selbstragenden formstabilen 
Kunststof fplatte kann zusatzlich zu den beiden Kunststoff- 
schichten weitere Kunststof fschichten aufweisen. So konnen 
faserverstarkte Oder mit Glaskugeln gefullte Kunststoff- 
20 schichten vorgesehen sein, urn eine selbsttragende formstabile 
Kunststof fplatte mit eingebetteten Halbleiterchips zu ver~ 
wirklichen. 

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass ein expandierter Wafer 
25 in Form eines Nutzens gebildet wird, auf dem fur mehrere Bau- 
teile gleichzeitig in einem Farallelverfahren Umverdrahtungs- 
strukturen aus Umverdrahtungslagen mit Kontaktanschluftf li- 
chen, Umverdrahtungsleitungen und Auftenkontaktf lachen aufge- 
bracht werden konnen. Dazu wird in jeder Bauteilposition eine 
30 Qmverdrahtungsstruktur auf die selbsttragende formstabile 
Kunststof fplatte aufgebracht, die mit den Kontaktbereichen 
des Halbleiterchips elektrisch verbunden 1st. 
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In diesem Zusammenhang warden unter Kontaktbereichen des 
Halbleiterchips die unmittelbar auf den Halbleiterchips ange- 
ordneten Kontaktf lachen verstanden und darttber hinaus auch 
Flipchip-Kontakte, die auf diesen Kontaktf lichen angeordnet 
5 sind. Als Flipchip-Kontakte kann der Halbleiterchip Lotb&lle 
aufweisen, die auf die Kontaktf Lichen des Halbleiterchips ge- 
lotete Lotkugeln darstellen, Darttber hinaus konnen Flipchip- 
Kontakte als Loth6cker ausgebildet sein, die auf den Kontakt- 
flSchen eines Halbleiterchips durch Drucktechnik mit an- 

10 schlieAendem Sinterverf ahren hergestellt sind. Die Flipchip- 
Kontakte eines Halbleiterchips kbnnen auch als Fiachenkontak- 
te ausgebildet sein, wobei die Kontaktf lichen der Halbleiter- 
chips beispielsweise durch ein lotbares Material vergraflert 
und verdickt sind* Auch Kopfkontakte sind als Flipchip- 

15 Kontakte moglich, die einen Thermo kompressionskopf aufweisen 
und als "stud bumps" bekannt sind. Darttber hinaus konnen 
Flipchip-Kontakte als uberhohte Anschlussf lachen durch galva- 
nische oder chemische Abscheidung eines Metalls auf den Kon- 
taktflachen als S£ulenkontakte dargestellt sein. 

20 

Wenn auch die Kontaktbereiche des Halbleiterchips unter- 
schiedliche Formen und Strukturen aufweisen, konnen sie den- 
noch zuverl&ssig mit Umverdrahtungs strukturen aufgrund des 
erf indungsgem&flen Verfahrens verbunden werden. Sind die Kon- 
25 taktbereiche der Halbleiterchips durch eine Tragerplatte oder 
durch eine der Kunststof fschichten teilweise oder vollstandig 
abgedeckt, so konnen die Kontaktbereiche durch einen photoli- 
thographischen Schritt vor einem Aufbringen von Umverdrah- 
tungsstrukturen freigelegt werden. 

30 

Zum Herstellen einer Tragerplatte wird eine Grundplatte auf 
Temperaturen zwischen 120 und 350 *C aufgeheizt. Diese aufge- 
heizte Grundplatte kann mit einer ersten Kunststof fschicht 
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aus einer Kunststof feinbettmasse beschichtet sein. Beim Ab- 

kUftlefi aer KunstStOffeinbetttwyac duf cieor Tragerplattc foildAt: 

sich hShengestaf f elt zu einer obenseitigen Grenzfiache der 
ersten Kunststof fschicht hin ein abnehmender Vernetzungsgrad 
5 aus. Ein unterer heifterer Bereich der ersten Kunststof f- 

schicht, der unmittelbar die aufgeheizte Grundplatte beriihrt, 
wird beiitt Abkiihlen starker vernetzt als der Bereich zu der 
Oberseite der ersten Kunststof fschicht hin. Die aufheizbare 
Grundplatte kann dazu eine Metalllegierung aufweisen. Diese 
10 Verf ahrensvariante hat den Vorteil, dass eine metallische 
Grundplatte nach Aush&rten der Kunststof f einbettmassen des 
Nutzens von der entstandenen formstabile und selbsttragende 
Kunststof fplatte abgezogen werden kann. 

15 Zur Herstellung einer Vollkunststof f-Tr£gerplatte kann eine 
erste Kunststof fschicht einer unvernetzten Kunststof f einbett- 
masse einesn derartigen Temperaturgradienten ausgesetzt wer- 
den, dass in dem Bereich der Unterseite der ersten Kunst- 
stoffschicht ein vollstandig vernetzter, selbsttragender , 

20 formstabiler unterer Bereich gebildet wird, w&hrend daruber 
ein mit der HGhe der Kunststof fschicht abnehmender Vernet- 
zungsgrad auftritt. Diese Variante der Tragerplatte hat den 
Vorteil, dass Halbleiterchips mit ihrer passiven Riickseite in 
den oberen nur vorvernetzten Bereich eingedrttckt und in die- 

25 ser Position fixiert werden konnen, wobei die Eindringtief e 
durch den vollst&ndig vernetzten Bereich vorgegeben wird. Au- 
fterdem ist dann sichergestellt , dass die aktive Oberseite des 
Halbleiterchips mit den Kontaktbereichen nicht von dem Kunst- 
stof feinbettmaterial der ersten Kunststof fschicht benetzt 

30 wird* Es wird vielmehr unter Bildung eines Wulstes rundum den 
Halbleiterchip herurn ein Teil der RandseitenhShe des Halblei- 
terchips von der Kunststof f einbettmasse der ersten Kunst- 
stof fschicht benetzt. 
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FUr die Herstellung der ersten Kunststof f schicht kann eine 
unvernetzte Kunststof feinbettmasse mit kugelf ermigen Parti- 
keln von einheitlichem Kugeldurchmesser gefttllt werden* Dazu 
5 eignen sich insbesondere Glaskugeln, die mit SuAerst kleinem 
' Durchmesser in der Gr6ftenordnung. von wenigen 100 Nanometern 
mit einem Spruhverf ahren hergesteilt werden kGnnen. Diese 
Verfahrensvariante hat den Vorteil, dass in die mit kugelf or- 
migen Partikeln gefullte erste Kunststof f schicht ein Halblei- 
10 terchip eingedruckt werden kann, wobei die Eindringtief e 
durch den einheit lichen Kugeldurchmesser definiert wird, 

WShrend bei den bisher beschriebenen Varianten des Verfahrens 
der Halbleiterchip mit seiner passiven RUckseite in den obe- 

15 ren lediglich vorvernetzten Bereich der ersten Kunststoff- 

schicht eingebracht wird r kann der Halbleiterchip jeweils in 
einer Bauteilposition des Nutzens mit seiner aktiven Obersei- 
te und seinen Kontaktbereichen in die erste Kunststof f schicht 
unter Bilden eines die Randseiten des Halbleiterchips untge- 

20 benden Wulstes eingedruckt werden. Bei dieser Verfahrensvari- 
ante ist der Vernetzungsgrad des unteren Bereichs der ersten 
Kunststof f schicht nicht derart weit f ortgeschritten, dass 
sich ein vollst&ndig vernetzter unterer Bereich ausgebildet 
hat, sondern der Vorvernetzungsgrad ist noch derart, daft die 

25 Kontaktbereiche eine Tr^gerplatte oder eine Tragerfolie aus 
Metall bertihren konnen. Da nun die passive Rtickseite der 
Halbleiterchips an den Bauteilpositionen des Nutzens aus der 
ersten Kunststof f schicht herausragen, konnen diese RUckseiten 
anschlieftend von der zweiten Kunststof f schicht bedeckt und 

30 geschtitzt werden. 

Um die Kontaktbereiche f reizulegenden wird anschiiefiend le- 
diglich die metallische Tr&gerplatte oder metallische Tr^ger- 
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folie nach dem Aush&rten der Kunststof fschichten abgezogen. 
Ein gesonderter Verf ahrenschritt zum Freilegen der Kontaktbe- 
reiche der Halbleiterchips kann bei dieser Verf ahrensvariante 
entf alien. 

5 

Wird der Halbleiterchip jeweils an den Bauteilpositionen des 
Nutzens in seiner passiven Ruckseite zunSLchst in die erste 
Kunststof f schicht unter Bilden eines die Randseiten des Halb- 
leiterchips umgebenden Wulstes aus Kunststof f einbettraasse 
10 eingedriickt, so ragt die aktive Oberseite des Halbleiterchips 
mit den Kontaktbereichen aus der ersten Kunststof f schicht 
heraus . 

Die Halbleiterchips kdnnen in dieser ersten Kunststof f schicht 
15 zu einem neuen expandierten Wafer angeordnet werden. Die 

Kunststof feinbettmasse der ersten Kunststoff schicht wird auch 
als "bi-stage"- Material bezeichnet, da die Kunststof fein- 
bettmasse der ersten Kunststof f schicht mindestens zwei Berei- 
che mit unterschiedlichem Vernetzungsgrad aufweist. Derartige 
20 Kunststof feinbettmassen sind teilverlet zte duroplastische 

Kunststoff e, deren Vernet zungsprozess eingefroren oder unter- 
brochen ist, Bei dem Einfrieren dieses Zustandes sind die Ma- 
terialien fest und formstabil, werden aber wieder bei Warme- 
einbringung durch Aufheizen auf Temperaturen zwischen 90 und 
25 120 °C teilweise viskos, so dass Halbleiterchips platziert 
werden kSnnen. 

Andererseits wird durch eine erneute Warmezufuhr bei Tempera- 
turen zwischen 120 und 350 °C der Aush&rtemechanismus wieder 
30 in Gang gesetzt, so dass das Material dann vollstandig ver- 
netzten kann, Der Einsatz derartiger Materialsysteme fur die 
erste Kunststof f schicht besteht darin, dass der Duroplast be- 
reits auf einen Tr&ger aufgebracht werden kann, ohne dort 
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bracht wird, eignen sich fur das Schleudergussverf ahren ins- 
besondere Kunststof fe auf Polyimid-Basis . 

Zum AushSrten der zweiten Kunststof fschicht kann der Nutzen. 
5 auf 120 bis 350 °C far 2 bis 30 Minuten erwSrmt werden. Auch 
wenn mehrere Kunststof fschichten gemeihsamen AushSrten ausge- 
setzt werden, kann mit diesem Temperatur- und Zeitintervall 
gearbeitet werden. Das AushSrten kann wesentlich verkarzt 
werden, wenn die Kunststof fschichten des Nutzens ftir einige 
10 Sekunden bis zu einigen Minuten mit UV-Licht bestrahlt wer- 
den, 

^ Auf die ausgeh&rtete, freitragende und formstabile Kunst- 

l stoffplatte, die nun der Nutzen darstellt, kann nach Freile- 

15 gen der Kontaktbereiche der Halbleiterchips eine Umverdrah- 
tungsstruktur auf den Nutzen aufgebracht werden. Die Umver- 
drcih Lungs st ruictur weist Kontaktanschluatiridch«n auf, die auf 
den Kontaktbereichen der Halbleiterchips abgeschieden werden. 
Ferner weist die Umverdrahtungsstruktur Umverdrahtungsleitun- 
20 gen auf, die zu Positionen von Auftenkontakten fuhren. Die 
Bildung einer derartigen Umverdrahtungsstruktur kann durch 
chemische Oder galvanische Abscheidung eines Metalls erfoi- 
gen. 

25 Eine galvanische Abscheidung der Umverdrahtungsstruktur auf 
0) der Oberseite des Nutzens mit freigelegten Kontaktbereichen 

kann vorteilhaft in drei Stufen erfolgen. Zunachst wird eine 
geschlossene Metallschicht mittels Sputtern bzw. Zerst&u- 
bungstechnik aufgebracht. Diese Metallschicht von wenigen 

30 Nanometern Dicke dient dazu, einen groflf l£chigen elektrischen 
Kontakt fur die galvanische Abscheidung auf der selbsttragen- 
de Kunststof fplatte des Nutzens zur Verfttgung zustellen. An- 
schlieftend wird eine Photolackmaske unter Freilassung der ge- 
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sputterten Schicht in einem Muster der Umverdrahtungsstruktur 
derart aufgebracht, dass Bereiche, die keine Umverdrahtungs- 
struktur aufweisen sollen von Photolack bedeckt sind, An- 
schliefiend wird galvanisch eine Metallegierung unter Bildung 
5 der Umverdrahtungsstruktur in einem Elektrolytbad abgeschie- 
den. Nach der Bildung der metallischen Umverdrahtungsstruktur 
wird die Photolackbeschichtung entfernt- AbschlieJiend wird 
die gesputterte Schicht, durch Atzen der gesamten Oberflache 
des Nutzens entfernt. Bei diesem Atzvorgang wird die Umver- 
10 drahtungsstruktur nur geringftigig in ihrer Dicke veriuindert. 
Durch das galvanische Aufbringen der Umverdrahtungsstruktur 
wird zuverlassig die Umverdrahtungsstruktur mit ihren Kontak- 

^ tanschlussf lachen mit den Kontaktbereichen der Halbleiter- 

i chips verbunden. 

15 

Bei einer chemischen Abscheidung einer Metallisierung als Um- 
verdrahtungsstruktur kann auf eine Metallisierung der gesam- 
ten Oberflache des Nutzens und damit beispielsweise auf den 
Sputterschritt verzichtet werden. Ein Vorteil der chemischen 
20 Oder galvanischen Ab>scheidung der Umverdrahtungsstruktur 

liegt darin, da& far eine Vielzahl von elektronischen Bautei- 
leri gleichzeitig Umverdrahtungsstrukturen auf dem Nutzen ab- 
geschieden werden konnen. 

25 Ein alternatives Verfahren zum Aufbringen der ' Umverdrahtungs- 
struktur besteht darin, entweder durch Strahldrucken auf dem 
Nutzen die Umverdrahtungsstruktur zu drucken oder durch eine 
Maske, wie beim Schablonendruckverf ahren oder siebdruckver- 
f ahren, eine Umverdrahtungsstruktur auf den Nutzen aufzubrin- 

30 gen. 

Auf der Kunststof fplatte konnen weitere Umverdrahtungslagen 
aufgebracht werden, indem im Wechsel Isolationslagen mit 
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Durchkontakten und Isolationlagen xnit Umverdrahtungsleitungen 
auf der ersten Umverdrahtungsstruktur angeordnet werden. So- 
mit hat das erf indungsgem&£e Verfahren den Vorteil, daB ein 
FUgen von Kontaktf lichen einer gesonderten Umverdrahtungs- 
5 platte auf die Kontaktbereiche des Halbleiterchips in jeder 
Bauteilposition entfaiit. Es muss weder eine Umverdrahtungs- 
platte bereitgestellt werden, noch ist es erforderlich eirie 
derartige Umverdrahtungsplatte mit elektronischen Bauteilen 
zu bestUcken. Schlie&lich entf&llt auch das Einpressen von 
10 Kunststof feinbettmasse zwischen Umverdrahtungspiatte und 

Halbleiterchips unter Gefahrdung der elektrischen Verbindun- 
gen zwischen den Kontaktbereichen des Halbleiterchips und ei- 
ner Umverdrahtungspiatte, 

15 Eusarrunenf assend ist f est zustellen, dass die erf indungsgemaBe 
GehSusetechnologie die notwendige Umverdrahtung von den Kon- 
taktbereichen eines Halbleiterchips zu den Aufienkontakten ei- 
nes elektronischen Bauteils nicht durch einen vorgef ertigten 
ZwischentrMger erreicht, sondem es werden Umverdrahtungsla- 

20 gen in einem parallelen Prozess auf einem Nutzen Schicht far 
Schicht aufgebracht. Dazu werden ges&gte Halbleiterchips in 
eine Kunststof feinbettmasse gedriickt, die mindestens zwei un- 
terschiedliche Vernetzungsgrade aufweist, wobei der Vernet- 
zungsgrad im Bereich der Unterseite der ersten Kunststoff- 

25 schicht grafter ist, als in dem darttber liegenden Bereich der 
ersten Kunststof f schicht . 



Durch das erf indungsgem&£e Verfahren wird somit eine zuver- 
l&ssige Verbindung zwischen Kontaktanschlussf lachen einer Um- 
30 verdrahtungsstruktur und Kontaktbereichen eines Halbleiter- 
chips fur elektronische Bauteile bereitgestellt, Bei dem er- 
f indungsgemaften Verfahren kSnnen abschlieftend auf eine &uftere 
Umverdrahtungslage des Nutzens Auftenkontakte in alien 3au- 
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teilpositionen aufgebracht werden. Mit diesem Schritt wird 
gewahrleistet , daft tiber die Aufienkontakte die Bauteile des 
Nutzens bereits einen Funktionstest durchlaufen konnen, so 
dafi bereits auf dem Nutzen defekte Bauteile markiert werden 
5 kSnnen. 



Zur Herstellung von einzelnen elektronischen Bauteilen wird 
dann lediglich ein derartiger Nut2en an den Grenzen der Bau- 
teilpositionen zu einzelnen Bauteilen getrennt. 



10 



Ein aus einem derartigen Nutzen herausgetrenntes elektroni- 
sches Bauteil weist nachf olgende Merkmale auf, Der Halblei- 
^ terchip ist in einer mehrschichtigen Kunststof fmasse einge- 

X bettet. Zusatzlich ist der Halbleiterchip auf seinen Randsei- 

15 ten bis zu einem Teil seiner Randseitenhfthe von einer ersten 
Kunststof fschicht umgeben. Diese erste Kunststof fschicht 
weist eine obenseitige GrenzflSche zu einer dartiber liegenden 
zweiten Kunststof fschicht auf. Diese zweite Kunststof fschicht 
liegt an Bereichen der Randseiten des Halbleiterchips an, die 
20 nicht von der ersten Kunststof fschicht bereits bedeckt sind. 
Darttber hinaus weist die zweite Kunststof fschicht eine nun 
ebene Oberseite auf, die eine GrenzflSche zu wenigstens einer 
weiteren Bauteilebene ■ bildet . Oberhalb der zweiten Kunst- 
stoffschicht ist wenigstens eine Umverdrahtungsstruktur mit' 
25 Durchkontakten zwischen Kontaktbereichen des Halbleiterchips 
und Auftenkontakten des elektronischen Bauteils vorgesehen. 

Ein derartiges elektronisches Bauteil hat den Vorteil, daJ5 
die Umverdrahtungsstruktur mit den Durchkontakten zu den Kon- 
30 taktbereichen des Halbleiterchips unmittelbar auf der einge- 
ebneten Oberfiache der zweiten Kunststof fschicht anliegt. Da- 
durch lMsst sich eine zuverl&ssige Kontaktierung zwischen Um- 
verdrahtungsstruktur und Kontaktbereichen der Halbleiterchips 
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verwirklichen, zumal die Kontaktbereiche der Halbleiterchips 
des Nutzens vollst&ndig frei liegen und zuganglich sind, Au- 
fterdem hat das elektronische Bauteil den Vorteil, dass auf 
eine derart zuverlassig mit den Kontaktbereichen des Halblei- 
5 terchips verbundenen CJmverdrahtungsstruktur weitere Umver- 
drahtungslagen mit zwischengelagerten Isolationslagen auf- 
bringbar sind und somit komplexe Umverdrahtungsstrukturen, 
die Kreuzungen und Bracken aufweisen kSnnen, auf einfachste 
Weise mit einem derartigen elektronischen Bauteil realisier- 
10 bar sind. 

Erf indungsgemaft wird ein Nutzen mit mehreren Bauteilposit io- 
nen fur elektronische Bauteile mit jeweils einem Halbleiter- 
chip geschaffen, wobei der Nutzen nachfolgende Merkmale auf- 
weist. 



* 

I 

/ 



IS 



Die in dem Nutzen eingebetteten Halbleiterchips sind auf ih- 
ren Randseiten bis 2U jeweils einem Teil ihrer Randseitenhohe 
von einer ersten Kunststof f schicht umgeben. Diese erste 

20 Kunststof f schicht weist eine obenseitige GrenzflSche zu we- 
nigstens einer daruber liegenden zweiten Kunststof f schicht 
auf* Die zweite Kunststof f schicht liegt an Bereichen der 
Randseiten der Halbleiterchips an, die nicht von der ersten 
Kunststof f schicht bereits bedeckt sind. Daruber hinaus weist 

25 die zweite Kunststof f schicht eine ebene Oberseite auf, die 
eine Gren2flache zu wenigstens einer Umverdrahtungsstruktur 
bildet. Sowohl oberhalb der zweiten Kunststof f schicht als 
auch oberhalb der Halbleiterchips sind Auftenkontakte elektro- 
nischer Bauteile vorgesehen, die uber die Umverdrahtungs- 

30 struktur mit den Kontaktbereichen der Halbleiterchips verJjun- 
den sind. Die erste Kunststof f schicht und/oder die zweite 
Kunststof f schicht sind mindestens teilweise zu einer selbst- 
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tragenden, ' im wesentlichen formstabilen mehrschichtigen 
Kunststof £ platte ausgehartet « 

Ein derartiger Nutzen hat den Vorteil, dass die Halbleiter- 
S chips in den Bauteilpositionen durch die erste Kunststoff- 
schicht fixiert sind und die zweite Kunststof f schicht eine 
Ausgleichsschicht zum Einebnen des Nutzens bildet. Zwischen 
der ersten und der zweiten Kunststof f schicht kSnnen noch wei- 
tere Kunststof fschichten angeordnet sein. Ein derartiger Nut- 
10 zen hat darttber hinaus den Vorteil, dass mehrere elektroni- 
sche Bauteile gleichzeitig itiit dem Nutzen entstehen, 

Dabei weist sowohl das elektronische Bauteil als auch der 
Nutzen eine erste Kunststof f schicht auf , die auf einer Kunst- 
15 stof f einbettmasse basiert, die hohengestaf f elt unterschiedli- 
che Vernetzungsgrade auf weist. Dabei ist der hochste Vernet- 
zungsgrad im Bereich einer Grundflache der ersten Kunststoff- 
schicht angeordnet. Diese Staff elung des Vernetzungsgrades 
sorgt ftir eine definierte Positionierung und Fixierung der 
20 Halbleiterchips in der ersten Kunststof f schicht beziehungs- 
weise in dem Nutzen auf jeder Bauteilposition . 

Die erste Kunststof f schicht kann auf einer Kunststof f einbett- 
masse basieren, die einen vollstandig vernetzten Bereich im 
25 Bereich einer Grundplatte aufweist, und dariiber einen vorver- 
netzten Bereich hat. In diesem Fall bildet der vollstandig 
vernetzte Bereich fur den Nutzen eine Montageplatte auf der 
die Halbleiterchips in definierter Hohe in der ersten Kunst- 
stoffschicht angeordnet sind. 



30 



Liegt ein solcher vollstandig vernetzter unterer Bereich 
nicht vor, so kann die erste Kunststof f schicht mit kugelfSr- 
migen Partikeln insbesondere aus Glas gefullt sein. Diese ku- 
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gelfdrmigen Partikel bilden Abstandshalter. fur die Halblei- 
terchips aufgrund ihres einheitlichen vorgegebenen ■ Durchmes- 
sers und f ixieren die Halbleiterschips auf einer vorgegebenen 
HOhe in der ersten Kunststof f schicht , 

5 

Die zweite Kunststof f schicht kann ein Polyimidharz aufweisen, 
das den Vorteil hat f dass es durch Photolithographie struktu- 
rierbar 1st. Somit kann das Bauteil Oder der Nutzen durch die 
zweite Kunststof f schicht aus Folyimidharz gleichmafcig und 

10 vollst&ndig bedeckt sein. Die Kontaktbereiche des Halbleiter- 
chips in dem Nutzen konnen falls sie von der zweiten Kunst- 
stoffschicht bedeckt sind, mit einem Photolithographieschritt 
in dem Polyimidharz freigelegt werden. Die Kunststof fplatte 
kann mit einer Haftschicht belegt sein, auf der eine Umver- 

15 drahtungsstruktur sicher verankert 1st, Das Aufbringen einer 
derartigen Haftschicht kann grofifiachig erfolgen, soiange die 
Haftschicht sich aus isolierenden Oxiden zusammensetzt . 

Je nach Aufbau des elektronischen Bauteils, kann entweder die 
20 aktive Oberseite des Halbleiterchips mit ihren Kontaktberei- 
chen oder die passive RQckseite des Halbleiterchips in der 
ersten Kunststof f schicht angeordnet sein. In beiden Fallen 
ist ein Zugriff auf die Kontaktbereiche moglich, wobei die 
Kontaktbereiche entweder aus der Oberseite der ersten Kunst- 
25 stoffschicht herausragen oder mit ihren Kontaktbereichen die 
erste Kunststof f schicht durchdringen und von der Unterseite 
der ersten Kunststof f schicht aus zugangiich sind. In beiden 
FSllen ist der Schritt des Freilegens der Kontaktbereiche der 
Halbleiterchips zuverlSssig und einfach durchf Uhrbar . 



30 



Zusammenfassend ergeben sich fur den Aufbau von einem "wafer- 
level-package" bzw. von einem Nutzen drei mtfgliche Varianten 
far eine "fan-out" Umverdrahtung, bei der AuSenkontakte nicht 
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nur oberhalb des Bereichs cies Halbleiterchips auf dem Nutzen 
angeordnet sind, sondern auch aufterhalb dieses Bereichs ober- 
halb der Kunststof fplatte des Nutzen im Bereich der Kunst- 
stof f einbettmasse vorhanden sind. Die drei Varianten ftlr eine 
5 M fan-out" Umverdrahtung werden in den aniiegenden Figuren n&- 
her erl&utert. 

Mit der ersten Variante wird der Halbleiterchip in ein zwei- 
stufiges bzw. "bi-stage"-Material mit seiner passiven Rttck*- 
10 seite eingebettet. Diese Variante hat die nachf olgenden Vor- 
teile. 

Die ciktive Oberseite des Halbleiterchips muss wahrend 
des Einbettprozesses nicht abgedichtet werden, und die Kon- 
taktbereiche des Halbleiterchips werden zuverlassig offen ge- 
15 halten. 

Fttr den Aufbau des expandierten Wafers ist nur ein ein- 
ziger Bestuckungsprozess notwendig. Der Prozessablauf ist da- 
her wesentlich vereinfacht und kostengtinstig realisierbar - 

Fur dieses Konzept kann auf erhohte Kontaktbereiche des 
20 Halbleiterchip wie Kontakt kopf e, KontaktsSulen, Kontaktb&lle 
und Kontakthacker verzichtet werden. 

Bei einer zweiten Variante werden die in einem zweistufigen 
bzw. "bi-stage"-Material einer ersten Kunststof fschicht £±- 

25 xierten Halbleiterchips in einen anschliefcendem Transf ermold- 
prozess in der Weise eingebracht, dass ihre passive Rtickseite 
in die ersten Kunststof fschicht eingebettet ist und der Rest 
der Seitenrander der Halbleiterchips von Kunststof fvergufi-- 
masse bedeckt wird- Dabei dient die erste Kunststof fschicht 

30 lediglich zum Fixieren der Halbleiterchips, damit sich die 

Halbleiterchips beim Transf ermoldprozess nicht mehr verschie- 
ben konnen. Bei der Herstellung des Tragers kann far diese 
Variante ein gegossener Trager ohne zusStzliches Unterstat- 
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zungsmaterial wie einer Folie oder eines festen TrSgers ver- 
wendet werden. Urn die FormstabilitSt zu gewShrleisten kann 
der Trager in den unteren Bereichen gezielt erhitzt bzw, ab- 
gekiihlt warden, urn einen hohen Vernet zungsgrad zu erreichen. 
5 Der obere Bereich der ersten Kunststof f schicht, in der die 
Halbleiterchips fixiert werden, ist dann lediglich vorver- 
netzt. Diese zweite Variante hat die nachf olgenden Vorteile. 

Es werden keine verlorenen Trager verwendet. Der Tr&ger 
kann kostengtinstig in einem Moldprozess hergestellt werden. 
10 - Die Positionierung und Fixierung der Halbleiterchips ist 
einfach. 

Fur dieses Konzept kann auf erhShte Kontaktbereiche der 
Halbleiterchips verzichtet werden, 

15 Eine dritte Variante platziert die Halbleiterchips mit ihrer 
aktiven Oberseiten in dem zweistufigen bzw. "bi-stage"- 
Material der ersten Kunststof f schicht und kann mit einem 
Transfermoldprozess die passiven Ruckseiten der Halbleiter- 
chips freilassen oder sie mit einer Kunststof fgussmasse 

20 schut2en. Die. dritte Variante weist nachfolgende Vorteile 
auf. 

Wird eine vollst&ndige Einbettung aller Halbleiterchips 
seiten in das gleiche Material durchgef tthrt, so wird eine op- 
timale Zuveriassigkeit des Herstellungsprozesses und der 

25 elektronischen Bauteile erreicht. 

- Die aktive Seite des Halbleiterchips ist beim Einbetten 
in die erste Kunststof f schicht nicht aufwendig abzudichten, 
Durch die vollstandige Einbettung des Halbleiterchips 
auch oberhalb der aktiven Oberseite des Halbleiterchips wird 

30 die ZuverlSssigkeit des Aufbaus weiter erhdht, da die Umver- 
drahtungslagen auf einer einheitlichen Grundflache aufge- 
bracht werden konnen. Die weiteren Umverdrahtungs- und Isola- 
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tionslagen mUssen somit nicht bezttglich der Haftung an das 
Silicium dor Halbleiterchips jingepaat verden. 

Die Uberhohten Kontakte miissen keine IStfahigen Verbin- 
dungen darstellen, da die Halbleiterchips nicht uber die Kon- 
5 takte fixiert werden, sondern uber die Kunststof feinbettmasse 
der ersten Kunststof fschicht . 

Wird bei dem Transf ermoldprozess die Ruckseite der Halb- 
leiterchips freigehalten von Kunststof fgussmasse, so kann 
dort eine zus&tzliche warmesenke angebracht warden, una eine 
10 habere Verlustleistung beim Betrieb der elektrischen Bauteile 
ableiten zu ktfnnen. 

Die Erfindung wird nun anhand der beiliegenden Figuren n&her 
erlautert . 

15 

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Nutzen im Bereich einer Bauteilposition, 

Figuren 2 bis 4 

20 zeigen schematische Querschnitte von Zwischenpro- 

dukten bei der Herstellung eines Nutzens gem&ft ei- 
nes ersten Verf ahrensbeispiels der Erfindung, 

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine 
25 erste Kunststof fschicht , die auf einer Grundplatte 

angeordnet ist, 

Figur 3 einen schematischen Querschnitt einer Bauteil- 
position nach dem Einbetten eines Halbleiterchips 
30 in die erste Kunststof fschicht, 
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Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Nutzen nach Aufbringen einer zweiten Kunststoff- 
schicht auf den Nutzen, 

5 Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 
tronischen Bauteils einer ersten Ausf tihrungsf orm 
der Erfindung, 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 
10 -tronischen Bauteils einer zweiten Ausf tihrungsform 

der Erfindung, 

Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 
tronischen Bauteils einer dritten Ausf tihrungsf orm 
15 der Erfindung, 

Figuren 8 bis 11 

zeigen schematische Querschnitte von Zwischenpro- 
dukten bei der Herstellung eines Nutzens gernaft ei- 
20 nes zweiten Verf ahrensbeispiels der Erfindung, 

Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine 
erste Kunststoff schicht auf einer Grundplatta, 



zeigt einen schematischen Querschnitt durch die er- 
ste Kunststoff schicht nach einem Einbetten von 
Halbleiterchips in die erste Kunststoff schicht an 
Bauteilpositionen des Nutzens, 

30 Figur 10 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen. 

Nutzen nach dem Aufbringen einer zweiten Kunst- 
stoff schicht 



25 Figur 9 

m 
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Figur 11 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Nutzen nach einem Aufbringen mehrerer Umverdrah- 
tungslagen auf den Bauteilpositionen des Nutzens. 

5 Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Nutzen 1 im Bereich einer Bauteilposition 4, Der Nutzen 1 
weist eine selbsttragende formstabile Kunststof fplatte 3 auf , 
in der an der Bauteilposition 4 ein Halbleiterchip 5 einge- 
bettet 1st. Der Halbleiterchip 5 weist eine aktive Oberseite 
10 15 mit Kontaktbereichen 16 und eine passive Ruckseite 7 sowie 
Randseiten 18 auf. Mit seiner passiven Ruckseite 17 ist der 
Halbleiterchip 5 in eine erste Kunststof f schicht 7 eingebet- 
tet, die vor einem Ausharten des Nutzens 1 hohengestaf f elt 
Bereiche mit unterschiedlichem Vernet zungsgrad aufweist, 

15 

Das fur die erste Kunststof f schicht 7 eingesetzte Kunststoff- 
material ist ein sogenanntes "bi-stage"-Material oder zwei- 
stufiges Material aus einem Duroplast, wobei ein oberer Be- 
reich 9 der ersten Kunststoff schicht 7 vor einem Ausharten 

20 geringer vernetzt ist als ein unterer Bereich 8. Der Vernet- 
zungsgrad des unteren Bereichs 8 ist in dieser ersten Ausfuh- 
rungsform derart hoch, dass bereits eine vollstandige Vernet- 
zung vor einem Ausharten der Kunststof f schichten vorliegt. 
Dieser stark vernetzte untere Bereich 8 bildet eine stabile 

25 Grundflache 26 aus, die gleichzeitig die Grundflache far die 
gesamte Kunststof fplatte 3 des Nutzens 1 bildet. 

Ein Wulst 10 aus Kunststof feinbettmasse der ersten Kunst- 
stoffschicht 7 urngibt den Halbleiterchip 5 in seinem Randbe- 
30 reich 18. Dieser Wulst 10 bildet sich beim Einbringen des 
Halbleiterchips 5 mit seiner passiven Ruckseite 17 in den 
oberen Bereich 9 der ersten Kunststof f schicht 7. Der Wulst 10 
benetzt die Randseiten 18 in ihren unteren Bereichen und 
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sorgt dafUr, dass der Halbleiterchip 5 in der ersten Kunst- 
stoffschicht 7 an einer der Bauteilpositionen 4 des Nutzens 1 
fixiext ist. 

5 Aufgrund des 2unehmenden Vernetzungsgrades der ersten Kunst- 
stoffschicht 7 in Richtung auf die GrundflMche 26 ist der 
Halbleiterchip 5 nicht beliebig tief in die erste Kunststoff- 
schicht 7 mit seiner passiven Ruckseite 17 eingedrungen . Die 
Eindringtiefe des Halbleiterchips 5 in der ersten Kunststoff- 
10 schicht 7 wird durch den Vernetzungsgrad des unteren Bereichs' 
8 vor dem Aush&rten definiert. 

Die Kontaktbereiche 16 auf der aktiven Oberseite 15 des Halb- 
- leiterchips 5 bleiben vollstandig frei von der Kunststoff ein- 

15 bettmasse der ersten Kunststoff schicht 7, da der Halbleiter- 
chip 5 mit seiner aktiven Oberseite 15 aus der ersten Kunst- 
stoff schicht 7 herausragt. Die von der ersten Kunststoff- 
schicht 7 nicht benetzten Bereiche der Randseiten 18 des 
Halbleiterchips 5 sind von einer zweiten Kunststoff schicht 

20 11 bedeckt, die eine ebene obenseitige GrenzflSche 25 ausbil- 
det, ohne die aktive Oberseite 15 des Halbleiterchips 5 2u 
benetzen. Diese zweite Kunststoff schicht 11 bildet eine ein- 
ebnende Ausgleichsmasse und schlieftt sich an eine obenseitige 
GrenzflSche 13 der ersten Kunststoff schicht 7 an, Diese zwei- 

25 te Kunststoff schicht 11 weist in dieser Ausf Uhrungsf orm der 
Erfindung einen mit Isolationspartikeln gefailten Duroplast 
auf, der mit einem Transf ermoldverf ahren aufgebracht ist. Bei 
dem Transf ermodeverf ahren wurde die aktive Oberseite 15 des 
Halbleiterchips 5 auf eine Dichtfolie einer Spritzgussf orm 

30 gepresst, so dass die gesamte aktive Oberseite 15 des Halb- 
leiterchips 5 von dem Material der zweiten Kunststoff schicht 
11 freigehalten ist. Auf der geschaffenen ebenen obenseitigen 
Grenzfl£che 25 der zweiten Kunststoff schicht 11 wird eine 
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hier nicht gezeigte Umverdrahtungsstruktur auf den Nutzen 1 
zuverlSssig aufgebracht, zumal die Kontaktbereiche 16 der ak- 
tiven Oberseite IS des Halbleiterchips 5 fttr eine Umverdrah- 
tungsstruktur zug^nglich sind. Eine derartige Umverdrahtungs- 
5 struktur wird Schicht ftir Schicht auf den Nutzen 1 aufge- 
bracht . 



Figuren 2 bis 4 zeigen schematische Querschnitte vcn Zwi- 
schenprodukten bei der Herstellung eines Nutzens gemafl eines 
10 ersten Verf ahrensbeispiels der Erfindung. Komponenten mit 
gleichen Funktionen wie in Figur 1 werden mit gleichen Be- 
zugszeichen in den Figuren 2 bis 4 gekennzeichnet und nicht 
extra er6rtert. 

15 Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine er- 
ste Kunststoff schicht 7 auf einer Grundplatte 12. Diese erste 
Kunststoff schicht 7 wird von einer Grundplatte 12 aus einer 
Metalllegierung getragen und weist in ihrem unteren Bereich 8 
einen Vorvernet zungsgrad auf der grower als in ihrem oberen 

20 Bereich 9 ist« AuGerdem weist die erste Kunststoff schicht 7 
eine Fttllung mit Glaskugeln auf, die einen einheitlichen 
Durchmesser aufweisen. Dieser Durchmesser der Glaskugel liegt 
bei wenigen hundert Nanometern, wobei die Glaskugeln mittels 
eines SprOhverf ahrens hergestellt sind. Der Fullgrad dieser 

25 ersten Kunststoff schicht mit kugelf brmigen Partikeln liegt 
zwischen 5 und 50 Gew.%. Mit diesem geringen Fullgrad wird 
erreicht, dass beim Eindringen in Pf eilrichtung A des Halb- 
leiterchips 5, der an der Bauteilposition 4 oberhalb der er- 
sten Kunststoff schicht 7 ausgerichtet ist, eine definierte 

30 Eindringtief e far den Halbleiterchip 5 gewahrleistet ist. Die 
kugelfarmigen Partikel mit einheitlichem Durchmesser bilden 
dabei Abstandshalter zu der in Figur 2 gezeigten Grundplatte 
12. Damit wird ein Ahstand von nur wenigen hundert Nanometern 
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zwischen der Unterseits 14 der ersten Kunststof f schicht 7 und 
der passiven RUckseite 17 des Halbleiterchips 5 beim Eindrin- 
gen des Halbleiterchips 5 in Pf eilrichtung A gewahrleistet , 

5 Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt einer Bauteil- 
position 4 nach dem Einbetten eines Halbleiterchips 5 in der 
ersten Kunststof f schicht 7. Dabei wird der Halbleiterchip 5 
bis auf einen definierten Abstand zur Grundplatte 12 in die 
erste Kunststof f schicht 7 eingebracht, wobei sich ein Wulst 

10 10 aus gering vernetztem Material des oberen Bereichs 9 der 
ersten Kunststof f schicht 7 ausbildet. Die dabei entstehende 
obenseitige Grenzfl&che 13 der ersten Kunststof f schicht 7 ist 
uneben und nicht fur ein Aufbringen von Umverdrahtungsstruk- 
turen geeignet. Jedoch werden mit dem Eindringen der passiven 

15 Rtickseite 17 des Halbleiterchips 5 in die erste Kunststoff- 
schicht 7 die Randseiten 18 des Halbleiterchips 5 in einem 
unteren Bereich benetzt, so dass der Halbleiterchip 5 in die- 
ser Bauteilpositionen 4 fixiert bleibt • Ein Verschieben des 
Halbleiterchips 5 aus der Bauteilpositionen 4 bei nachfolgen- 

20 den Verf ahrensschritten wird dadurch verhindert. 



Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Nutzen 1 nach Aufbringen einer zweiten Kunststof f schicht 11 
auf die obenseitige Grenzflache 13 der ersten Kunststoff- 

25 schicht 7. In diesem ersten Durchf uhrungsbeispiel des Verf ah- 
rens weist die zweite Kunststof f schicht 11 ein Polyimidharz 
auf, das vollstandig die aktive Oberseite 15 des Halbleiter- 
chips 5 bedeckt. Das Polyimidharz wird in dieser Ausf tihrungs- 
form der Erfindung gleichzeitig als Photolackschicht verwen- 

30 det. Mit Hilfe eines Photolithographieschrittes werden auf- 

grund der photoempf indlichen Eigenschaf ten des Polyimidharzes 
Kontaktbereiche 16 des Halbleiterchips 5 freigelegt. Das Po- 
lyimidharz bildet in diesem ersten Ausf Qhrungsbeispiel des 
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Verfahrens eine vollst&ndig eingeebnete obenseitige Grenzfla- 
che 25, Dazu wird far die zweite Kunststof f schicht 11 ein 
Schleuderverf ahren eingesetzt. Auf der eingeebneten Grenzf la- 
Che 25 werden dann weitere Verf ahrensschritte fur mehrere 
5 elektronische Bauteiie gleichzeitig durchgefuhrt . 

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektro- 
nischen Bauteils 2 einer ersten Ausf tihrungsf orm der Erfin- 
dung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in vorhergehen- 
10 den Figuren sind mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet 
und werden nicht extra erartert. 

Der Nutzen, aus dem dieses elektronische Bauteil 2 der Figur 
5 ausgetrennt wurde, ist rait einem Verfahren hergestellt, das 

15 mit Bezug auf die Figuren 2 bis 4 oben erlautert wurde, Dazu 
ist die in Figur 4 gezeigte metallische Grundplatte 12 vor 
dem Trennen des Nutzens in einzelne elektronische Bauteiie 2 
von der Kunststof fplatte des Nutzens entfernt worden. Aufter- 
dem sind in der zweite Kunststof f schicht 11 mit einem photo- 

20 lithographischen Schritt Fenster gedffnet worden, in denen 

die Kontaktbereiche 16 des Halbleiterchips 5 von der zweiten 
Kunststof f schicht 11 freigelegt sind. 

Auf der zweiten Kunststof f schicht 11 ist eine Umverdrahtungs- 
25 struktur 19 angeordnet, die Durchkontakte 22 zu den Kontakt- 
bereichen 16 der aktiven Oberseite 15 des Halbleiterchips 5 
aufweist. Die Kontaktbereiche 16 sind als Flachenkontakte 
ausgebildet. Die Umverdrahtungsstruktur 19, die auf der 
Kunststof f schicht 11 in einem chemischen Verfahren abgeschie- 
30 den wurde, weist Umverdrahtungsleitungen 23 auf, die von den 
Durchkontakte 22 zu Au&enkontaktf lichen 2 9 fuhren. Diese Au- 
fcenkontaktf lachen 29 sind auflerhalb des Bereichs des Halblei- 
terchips 5 auf der Kunststof fplatte 3 angeordnet und tragen 
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Auftenkontakte 24 in Form von Lotb&llen. Eine derartige Anord- 
nung der Auftenkontakte 24 wird auch als "fan-out" bezeichnet. 
Eine Lotstopplackschicht 30, welche die Au&enkontakte 25 um- 
gibt f schiitzt die Umverdrahtungsleitungen 23 der Umverdrah- 
5 tungsstruktur 19 vor einem Benetzen mit Fttgematerial beim Ftt- 
gen der Auftenkontakte 24 auf den Aufcenkontaktf lachen 29. 

Anstelle der einlagigen Umverdrahtungsstruktur 19 sind in ei- 
nem hier nicht gezeigten Beispiel eines elektronischen Bau- 
teils 2 mehrlagige Umverdrahtungsstrukturen vorgesehen, Dazu 
werden Schicht fur Schicht nacheinander Umverdrahtungslagen 
auf die eingeebnete zweite Kunststoff schicht 11 aufgebracht. 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektro- 
nischen Bauteils 2 einer zweiten Ausf uhrungsf orm der Erfin- 
dung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorher- 
gehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet und nicht extra erSrtert. 

20 Die zweite Ausf uhrungsf orm der Erfindung unterscheidet sich 
von der in Figur 5 gezeigten ersten Ausf Uhrungsf orm der Er- 
findung dadurch, dass der untere Bereich 8 der ersten Kunst- 
stoffschicht 7 vollstandig vernetzt 1st, so dass sich eine 
Tragerplatte aus Kunststoff ausbildet. Eine metallische 

25 Grundplatte ist zur Herstellung eines derartigen elektroni- 
schen Bauteils 2 im Gegensatz zu dem elektronischen Bauteil 2 
der ersten Ausf iihrungs form nicht erf orderlich. Der vollstan- 
dig vernetzte untere Bereich 8 bildet eine selbsttragende 
formstabile Grundlage, auf welcher der Halbleiterchip 5 aus- 

30 gerichtet und angeordnet ist. Der obere Bereich 9 der ersten 
Kunststoff schicht 7 ist zunachst vor einem AushSrten der 
Kunststoff schichten 7 und 11 nur vorvernetzt, so daft sich 
beim Eindringen des Halbleiterchips 5 in die erste Kunst- 
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stoffschicht 7 ©in Wulst 10 rund urn die Randseiten 18 des 
Halbleiterchips 5 ausgebildet . Die zweite Kunststof f schicht 
11 ist als Ausgleichsmasse auf der obenseitigen Grenzflache 
13 der ersten Kunststof f schicht 7 angeordnet. Diese zweite 
Kunststof f schicht 11 bildet eine ebene obenseitige Grenzfla- 
che 25 aus, auf der eine Lotstopplackschicht 30 angeordnet 
ist. Die Anordnung und Struktur der Aufienkontaktf lachen und 
der AuBenkontakte entspricht der in Figur 5 gezeigten ersten 
Ausf uhrungs form . 



10 



Figur 7 zeigt einen schematise?! en Querschnitt eines elektro- 
nischen Bauteils 2 einer dritten Ausf ahrungsf orm der Erfin- 
dung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorher- 
gehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn~ 
15 zeichnet und nicht extra erartert- 

Der Halbleiterchip 5 des elektronischen Bauteils 2 der drit- 
ten Ausfiihrungsform der Erfindung ist auch mit seiner passi- 
ven Rtickseite . 17 in der ersten Kunststof f schicht 7 fixiert. 

20 Die dritte Ausf uhrungsf orm des elektronischen Bauteils 2 un- 
terscheidet sich von den ersten beiden Ausf uhrungsf ormen, die 
in den Figur 5 und 6 gezeigt sind, dadurch, dass die Kontakt- 
bereiche 16 des Halbleiterchips 5 keine Flachenkontakte auf- 
weisen. Vielmehr ist die Umverdrahtungsstruktur 19 mit Kon- 

25 taktbereichen 16 des Halbleiterchips 5 elektrisch verbunden, 
die UberhShte Flipchip-Kontakte In Form von Kontakfcbailon, 
KontakthGckern, Kontaktsaulen oder KontaktkGpf en aufweisen. 
Zum Ausgleich der Hohe dieser Flipchip-Kontakte ist eine Iso- 
lationsschicht 31 auf die obenseitige Grenzflache 25 der 

30 zweiten Kunststof f schicht 11 aufgebracht. Auf der Isolations- 
schicht 31 ist eine weitere Isolationsschicht 32 mit Durch- 
kontakten 22 angeordnet. Auf dieser weiteren Isolations- 
schicht 32 ist eine Umverdrahtungsstruktur 19 angeordnet, die 
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mit den Durchkontakten 22 elektrisch verbunden 1st. Die An- 
ordnung und Struktur der AuISenkontaktf lSchen 29 und der Au- 
fcenkontakte 24 entspricht der in den Figuren 5 und 6 gezeig- 
ten Ausfahrungsf ormen. 

5 

W&hrend in den drei obigen Ausf ahrungsf ormen des elektroni- 
schen Bauteils 2 und in dem ersten Verf ahrensbeispiel zur 
Herstellung eines derartigen elektronischen Bauteils 2 der 
Halbleiterchip 5 mit seiner passiven Ruckseite 17 in der er- 
10 sten Kunststof fschicht 7 aus einem zweistufigen Material bzw, 
"bi-stage TI -Material fixiert ist, wird mit den Figuren 8 bis 
11 ein zweites Durchf lihrungsbeispiel des Verfahrens erl&u- 
tert, bei dem Halbleiterchips 5 mit ihrer aktiven Oberseiten 
15 in der ersten Kunststof fschicht eingebettet werden. 

15 

Die Figuren 8 bis 11 zeigen schematische Querschnitte von 
Zwischenprodukten bei der Herstellung eines Nutzen 1 gemaft 
eines zweiten Verf ahrensbeispiels der Erfindung. Komponenten 
mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren 
20 werden in den Figuren 8 bis 11 mit gleichen Bezugszeichen ge- 
kennzeichnet und nicht extra erSrtert. 



Der wesentliche Aspekt, der das mit. den Figuren 8 bis 11 ge- 
zeigte zweite Durchf Qhrungsbeispiel des Verfahrens von dem 

25 mit den Figuren 2 bis 4 gezeigten ersten Durchf tthrungsbei- 
spiel unterscheidet , besteht darin/ dass" in dem zweiten 
Durchf ahrungsbeispiel die Halbleiterchips 5 an den Bauteilpo- 
sitionen 4 in die erste Kunststof fschicht 7 aus einem zwei- 
stufigen Material mit ihren aktiven Oberseiten 15 in dieses 

30 Material eingebracht werden, 

Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine er- 
ste Kunststof fschicht 7 auf einer Grundplatte 12. Die erste 
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Kunststof f schicht 7 weist einen unteren Bereich 8 auf, der 
starker vernetzt ist als ein oberer Bereich 9, Die gestri- 
chelte Linie 33 gekennzeichnet den Obergang von dem stSrker 
vernetzten unteren Bereich 8 zu dem weniger stark vernetzten 
5 oberen Bereich 9. Eine in Figur 8 vertikale strichpunktierte 
Linie 34 kennzeichnet die Grenze zwischen zwei Bauteilposi- 
tionen 4, iiber denen jeweils ein Halbleiterchip 5 derart aus- 
gerichtet ist, dass er in Pf eilrichtung A mit seiner aktiven 
Oberseite 15 und den Kontaktbereichen 16 in die erste Kunst- 
10 stoff schicht 7 eingebracht werden kann. 

Aufgrund ihres vorvernet zten Zustandes ist die Kunststoff- 
schicht 7 bei Raumtemperatur fest und erreicht einen teilvis- 
kosen Zustand in dem starker vernetzten unteren Bereich 8 und 

15 einen Zustand rait geringerer ViskositSt in dem oberen Bereich 
9 bei einem Erw&rmen der ersten Kunststof f schicht 7 auf Tem- 
peraturen zwischen 90 und 120 °C. Nach dem Erwarmen der er- 
sten Kunststof f schicht 7 auf eine derartige Temperatur werden 
die Halbleiterchips 5 mit ihren aktiven Oberseiten 15 in 

20 Pf eilrichtung A in die erste Kunststof f schicht 7 eingebracht. 

Figur 9 zeigt einen schema tischen Querschnitt durch die erste 
Kunststof fschicht 7 nach einem Einbetten der Halbleiterchips 
5 in die erste Kunststof fschicht 7 an den Bauteilpositionen 4 

25 des Nutzens, Dabei bildet sich ein Wulst 10 in dem oberen Be- 
reich 9 der ersten Kunststof fschicht 7 aus f der jeden Halb^ 
leiterchip 5 in seinen Randbereichen 18 umgibt und somit den 
Halbleiterchip 5 in der Bauteilpositionen 4 des Nutzens fi- 
xiert. Bei dem Einbringen der Halbleiterchips 5 in die erste 

30 Kunststof fschicht 7 berUhren die Kontaktbereiche 16 der Halb- 
leiterchips 5 die Grundplatte 12. Durch ein weiteres Aufhei- 
2en der ersten Kunststof fschicht 7 auf Temperaturen zwischen 
120 °C und 350 °C ftir 2 Minuten bis 30 Minuten wird die erste 
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Kunststof f schicht 7 vollstSndig vernetzt und bildet eine 
obenseitige Grenzfl&che 13 aus. 

Figur 10 zeigt einen Querschnitt durch einen Nutzen 1 nach 
5 dem Aufbringen einer zweiten Kunststof f schicht 11. Im Gegen- 
satz zu dem ersten Durchf uhrungsbeispiel des Verfahrens, das 
mit den Figuren 2 bis 4 erl£utert wurde, bedeckt die zweite 
Kunststof f schicht 11 nicht die aktiven Oberseiten 15 der 
Halbleiterchips 5, sondern die passiven Ruckseiten 17 der 
10 Halbleiterchips 5. Damit werden die passiven Ruckseiten 17 
vor mechanischen Beschadigungen geschtttzt. 

In einem hier nicht gezeigten weiteren Durchf Uhrungsbeispiel 
des Verfahrens wird die zweite Kunststof f schicht 11 unter 
15 Freilassung der passiven Rtickseiten 17 der Halbleiterchips 5 
aufgebracht. In diesem Fall besteht die MSglichkeit W&rmesen- 
ken unmittelbar auf den passiven Ruckseiten 17 der Halblei- 
terchips 5 auf zubringen, um nach Fertigstellung der elektro- 
nischen Bauteile VerlustwSrme beim Betrieb abzufiihren. 

20 

Figur 11 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Nutzen 1 nach dem Aufbringen mehrerer Umverdrahtungslagen 20, 
21 und 35 auf den Nutzen 1 in den Bauteilpositionen 4. Vor 
einem derartigen Aufbringen von mehreren Umverdrahtungslagen 
25 20, 21 und 35 wird die in Figur 10 gezeigte rnetallische 

0 Grundplatte 12 von dem Nutzen 1 entfernt. Dieses Entfernen 

.y 

der metallischen Grundplatte wird mittels Atztechnik durchge- 
fUhrt. Bex entsprechender Oberf l£chenpraparation der Grund- 
platte, wird diese auch von der Kunststof fplatte 3 des Nut- 
30 zens 1 unter Freigeben der Kontaktbereiche 16 der Halbleiter- 
chips 5 abgezogen. Dazu weist die OberflSche der in Figur 10 
gezeigten Grundplatte 12 eine wenige 100 Nanometer diinne Be- 
schichtung beispielsweise aus Polytetraf luorethylen auf. 
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Wie Figur 11 zeigt, lassen sich mit dem erf indungsgemSflen 
Verfahren komplexe Umverdrahtungsstrukturen aus meiireren Um- 
verdrahtungslagen 20, 21 and 35 auf der Kunststof fplatte 3 
5 das Nutzens 1 fur mehrere elektronische Bauteile gleichzeitig 
realisieren. Nach Fertigstellung der Umverdrahtungslagen 20, 
21 und 35 werden hier-nicht gezeigte Auflenkontakte auf die 
auiiere Umverdrahtungslage 35 aufgebracht- Der Nutzen 1 wird 
dann entlang der strichpunktierten Linie 34 in einzelne elek- 
10 tronische Bauteile getrennt. 



15 
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Bezugszeichenliste 

1 Nutzen 

2 elektronisches Bauteil 

5 3 selbsttragende formstabile Kunststof fplatte 

4 Bauteilposition 

5 Halbleiterchip 

6 Tr&gerplatte 

7 erste Kunststof fschicht 

10 8 unterer Bereich der ersten Kunststof fschicht 

9 oberer Bereich der ersten Kunststof fschicht 

10 Wulst 

11 zweite Kunststof fschicht 
0) 12 Grundplatte 

15 13 obenseitige Grenzflache der ersten Kunststoff 
schicht 

14 CJnterseite der ersten Kunststof fschicht 

15 aktive Oberseite des Halbleiterchips 

16 Kontaktbereich des Halbleiterchips 

20 17 passive RUckseite des Halbleiterchips 

18 Randseiten des Halbleiterchips 

19 Umverdrahtungsstruktur 
20 , 21 Umverdrahtungslagen 

22 Durchkontakte 

25 23 Umverdrahtungsleitung 

24 Auftenkontakte 

25 obenseitigen Grenzfl&che der zweiten Kunststoff 
schicht 

26 Grundfl&che der ersten Kunststof fschicht 
30 29 Aufcenkontaktfl&chen 

30 Lotstopplackschicht 

31 Isolations schicht 

32 Isolationsschicht mit Durchkontakten 
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33 gestrichelte Linie 

34 strichpunktierte Linie 

35 umverdrahtungslage 

5 A pfeilrichtung 
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Patent ansprtiche 

1. Verfahren zur Herstellung eines Nutzens (1) mit mehreren 
Bauteilpositionen (4) ftir elektronische Bauteile (2) r 
5 wobei der Nutzen (1) eine selbsttragende formstabile 

Kunststof fplatte (3) aufweist, in der in jeder Bauteil- 
position (4) ein Halbleiterchip (5) eingebettet ist, und 
wobei das Verfahren folgende Verf ahrensschritte auf- 
weist : 

10 a) Herstellen einer Tragerplatte (6) und/oder einer 

ersten Kunststof fschicht (7) aus einer Kunststof f- 
'riiasse die in einem unteren Bereich (8) starker vex- 
netzt ist als in eineni oberen Bereich (9) , 

b) Aufbringen jeweils eines Halbleiterchips (5) in den 
15 Bauteilpositionen (4) des Nutzens (1) unter Bilden 

eines die Randseiten (18) des Halbleiterchips (3) 
umgebenden Wulstes (10) aus Kunststof f masse der er- 
sten Kunststof fschicht (7), 

c) Aufbringen einer zweitexi Kunststof fcchicht (11) und 
20 d) Bilden einer selbsttragenden formstabilen Kunst- 

stoffplatte (3) mit eingebetteten Halbleiterchips 
(5) durch Ausharten der Kunststof fschichten (7 , 
ID . 

25 2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

beim Herstellen einer Tragerplatte (6) eine auf 120 bis 
350 °C aufgeheizte Grundplatte (12) mit der ersten 
Kunststof fschicht (7) aus einer Kunststof fmasse be- 
30 schichtet wird, die beim Abkuhlen der Tragerplatte (6) 

mit erster Kunststof fschicht (7) einen zu einer obensei- 
tigen GrenzflSche (13) der ersten Kunststof fschicht (7) 
hin abnehmenden Vernetzungsgrad ausbildet. 

35 3. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

beim Herstellen einer Tragerplatte (6) aus einem Voll- 
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kunststoff eine erste Kunststof f schicht (7) einer unver- 
netzten Kunststoff einbettmasse einem Temperaturgradien- 
ten ausgesetzt wird, wobei innerhalb der ersten Kunst- 
stoffschicht (7) ein zu obenseitigen GrenzflSche (13) 
der ersten Kunststoff schicht (7) hin abnehmender Vernet- 
zungsgrad ausgebildet wird, und wobei zur Unterseite 
(14) in ersten Kunststoff schicht (7) hin ein erster 
vollstandig vernetzter selbstragender formstabiler unte- 
rer Bereich (8) hergestellt wird. 



4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch g © k e n n z e i c h n e t , dass 

eine unvernetzte Kunststof feinbettmasse f(ir die Herstel- 
lung der ersten Kunststoff schicht (7) mit kugelf ormigen 
15 Partikeln von einheitlichem Kugeldurchiuesser insbesonde- 

re Glaskugeln gefullt wird. 



5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , dass 

20 beim Aufbringen jeweils eines Halbleiterchips (5) in den 

Bauteilpositionen (4) des Nutzens der Halbleiterchip (5) 
mit seiner aktiven Oberseite (15) und den darauf ange- 
ordneten Kontaktbereichen (16) zun&chst in den erste 
Kunststoff schicht (7) unter Bilden eines die Randseiten 

25 (18) des Halbleiterchips (5) umgebenden Wulstes (10) aus 

Kunststof fmasse der ersten Kunststoff schicht (7) einge- 
drttckt wird, bis seine Kontaktbereiche (16) eine T'rSger- 
patte (6) aus Metall bertthren, und anschlieftend die pas- 
sive Ruckseite (17) des Halbleiterchips (5) von der 

30 zweiten Kunststof f schicht (11) bedeckt wird. 



6. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

beim Aufbringen jeweils eines Halbleiterchips (5) in den 
35 Bauteilpositionen (4) des Nutzens (1) der Halbleiterchip 

(5) mit seiner passiven Ruckseite (17) zunachst in die 
erste Kunststof f schicht (7) unter Bilden eines die Rand- 
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seiten (18) des Halbleiterchips (5) umgebenden Wulstes 
(10) aus Kunststof fraasse der ersten Kunststof f schicht 
(7) eingedrackt wird, und wobei anschlieftend die zweite 
Kunststof f schicht (11) unter Freilassung mindestens der 
5 Kontaktbereiche (16) des Halbleiterchips (5), vorzugs- 

weise unter Freilassung der gesamten aktiven Oberseite 
(15) des Halbleiterchips (5) den Nutzen (1) einebnet. 

7, Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprttche, 
10 dadurch gekennzeichnet, dass 

nach dem Aufbringen der zweiten Kunststof f schicht (11) 
die Kunststof fmasse beider Kunststof fschichten (7 r 11) 
unter Aufheizen vollstSndig vernetzt werden. 

15 8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet r dass 

nach dem Aufbringen jeweils eines Halbleiterchips (5) in 
den Bauteilpositionen (4) des Nutzens (1) in die erste 
Kunststoff schicht (7), die erste Kunststof f schicht (7) 
20 unter Aufhei2en vollstandig vernetzt wird. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet , dass 

die zweite Kunststof f schicht (11) auf eine vollstandig 
25 vernetzte erste Kunststof f schicht (7) mittels eines 

Trans fermoidverfahr ens aufgebracht wird. 

10. Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 8 f 
dadurch gekennzeichnet, dass 

30 die zweite Kunststof f schicht (11) auf eine vollstandig 

vernetzte erste Kunststof f schicht (7) mittels eines 
Schleudergussverfahrens aufgebracht wird. 

11. Verfahren nach einem. der vorhergehenden Anspruche, 
35 dadurch gekennzeichnet , dass 

zum Aush&rten der zweite Kunststof f schicht (11) der Nut- 
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zen (1) auf 120 bis 350 6 C fttr 2 bis 30 Minuten erw&rmt 
wird. 

12* Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet , dass 
zum Ausharten der zweiten Kunststof f schicht (11) der 
Nutzen (1) ftir einige Sekunden bis zu einigen Minuten 
mit UV-Licht bestrahlt wird. 

13* Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
auf die seibsttragende formstabile Kunststof fplatte (3) 
in jeder Bauteilposition (4) eine Umverdrahtungsstruktur 
(19) aufgebracht wird, die mit Kontaktbereichen (16) in 
des Halbleiterchips (5) elektrisch verbunden 1st. 

14- Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
ein Freilegen der Kontaktbereiche (16) der Halbleiter- 
chips (5) eines Nutzens (1) mittels eines photolithogra- 
phischen Schrittes erfolgt. 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprttche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Aufbringen der Umverdrahtungsstruktur (19) mittels 
chemischer oder galvanischer Abscheidung eines Metails 
erfolgt. 

16, Verfahren nach Anspruch 15/ 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Aufbringen der Umverdrahtungsstruktur (19) mittels 
galvanischer Abscheidung in drei Stufen erfolgt, indem 
zunSchst eine geschlossene Metallschicht mittels Sput- 
tern aufgebracht wird, anschliefrend eine Photolackmaske 
unter Freilassung der gesputterten Schicht in einem Mu- 
ster der Umverdrahtungsstruktur (19) aufgebracht wird, 
und schliefilieh auf der f reigelassenen Struktur galva- 
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nisch Metall unter Bildung der Umverdrahtungsstruktur 
(19) abgeschieden wird, wobei nach der Bildung der Um- 
verdrahtungsstruktur (19) die Photolackschicht und die 
gesputterte Schicht entfernt werden. 

17. verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 14, 
dadurch g e k e n n z e i e h n e t , dass 
das Aufbringen der Umverdrahtungsstruktur (19) mittels 
Drucktechnik erfolgt. 



10 

18 



Verfahren nach einem der vorhergehenden Anapruehe, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
weitere Umverdrahtungslagen (20, 21) auf der Kunststoff- 
platte (3) angeordnet werden, indem im Wechsel Isolati 
15 onslagen mit Durchkontakten (22) und Isolationslagen mit 

Umverdrahtungsleitungen (23) auf der mindestens einen 
Umverdrahtungsstruktur (19) angeordnet werden. 

19. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
20 dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

Aufienkontakte (24) auf eine auliere Umverdrahtungslage 
(21) des Nutzens (1) aufgebracht werden. 

20. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils 
25 (2), bei dem mit einem Verfahren gemaB einem der Verfah- 

rensansprtlche 1 bis 19 ein Nutzen (1) hergestellt wird, 
wobei weiterhin der Schritt des Vereinzelns von Berei 
chen des Nutzens (1) an Bauteilposition (4) vorgesehen 
ist . 



30 

21 



Elektronisches Bauteil mit einem Halbleiterchip (5), wo- 
bei das elektronische Bauteil (2) die folgenden Mexkmale 
aufweist: 

der Halbleiterchip (5) ist in einer mehrschichtigen 
3 5 Kunststof feinbettmasse eingebettet, 
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oberhalb der zweiten Kunststof f schicht (11) 
und/oder oberhalb der Halbleiterchips (5) sind Um- 
verdrahtungsstrukturen (19) mit Durchkontakten (22) 
zwischen Kontaktbereichen (16) der Halbleiterchips 

(5) und Aufcenkontakten (24) elektronischer Bauteile 

(2) vorgesehen, 

die erste Kunststof f schicht (7) und/oder die zweite 
Kunststof f schicht (11) sind wenigstens teilweise zu 
einer selbststragenden, im wesentlichen formstabi- 
len, mehrschichtigen Kunststof fplatte (3) ausgeh&r- 
tet . 

23. Elektronisches Bauteil Oder Nutzen nach Anspruch 21 Oder 
Anspruch 22, 

dadurch gekennzeichnet , dass 

die erste Kunststof f schicht (7) auf einer Kunststof fein- 
bettxnasse basiert, die hOhengestaf f elt unterschiedliche 
Vernetzungsgrade aufweist, wobei der hftchste Vernet- 
zungsgrad im Bereich (8) einer Grundflache (26) der er- 
sten Kunststof f schicht (7) angeordnet ist, 

24. Elektronisches Bauteil Oder Nutzen nach einem der An- 
sprttche 21 bis 23, 

dadurch g e k e n n 2 e i c h n e t , dass 

die erste Kunststof f schicht (7) auf einer Kunststof fein- 
bettmasse basiert, die einen vollst&ndig vernetzten Be- 
reich in dem Bereich (8) einer Grundplatte (12) und dar- 
iiber einen vorvernetzten Bereich (9) aufweist. 

25. Elektronisches Bauteil oder Nutzen nach einem der An- 
spruche 21 bis 24, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

die erste Kunststof f schicht (7) kugelformige Partikel 

insbesondere aus Glas aufweist, die als Abstandshalter 

fur die Halbleiterchips (5) in der ersten Kunststof f- 

schicht (7) einen einheitlichen vorgegebenen Durchmesser 

aufweisen. 
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26. Elektronisches Bauteil Oder Nutzen nach einem der An- 
sprOche 21 bis 25 f 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
5 die zweite Kunststof f schicht (11) sis einebnende Aus- 

gleichsmasse ein Polyimidhar2 aufweist. 

27. Elektronisches Bauteil Oder Nutzen nach einem der An- 
sprtiche 21 bis 26, 

10 dadurch gekennzeichnet , dass 

die Umverdrahtungsstruktur (19) eine Haftschicht auf den 
Grenzflachen zu der Kunststof fplatte (3) aufweist. 




28. Elektronisches Bauteil Oder Nutzen nach einem der An- 
15 sprttche 21 bis 27, 



dadurch gekennzeichnet , dass 
die Halbleiterchips (5) mit ihren aktiven Oberseiten 
(15) in der ersten Kunststof f schicht (7) eingebettet 
sind und ihre passiven Rttckseiten (17) von der zweiten 
20 Kunststof f schicht (11) bedeckt sind. 



29- Elektronisches Bauteil Oder Nutzen nach einem der An- 
sprUche 21 bis 27 , 

dadurch gekennzeichnet, dass 
25 die Halbleiterchips (5) mit ihren aktiven Oberseiten 

(15) au$ der ersten Kunststof f schicht (7) herausragen- 
den, und wobei ihre passiven Rttckseiten (17) in der er- 
sten Kunststof f schicht (7) eingebettet sind. 
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Zusammenfassung 

Universelles HalbleitergehSuse mit vorvernetzten Kunststof- 
feinbettinassen und Verfahren zur Herstellung desselben. 

5 

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil (2) und ei- 
nen Nutzen (1) die Kunststof feinbettmassen einer ersten und 
einer zweiten Kunststof f schicht aufweisen, sowie ein Verfah- 
ren zu deren Herstellung. In der ersten Kunststof f schicht (7) 
10 sind Halbleiterchips (5) derart eingebettet, daft ihre Rand- 
seiten (18) von einem Wulst (10) umgeben sind. Die zweite 
Kunststof f schicht (11) gleicht die Unebenheiten einer oben- 
seitigen Grenzschicht (13) der ersten Kunststof f schicht (7) 
aus • 



15 



fFigur 1] 
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